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Information 
| Vergleichsliste I ' 2007 ( 
Speicherschaltkreise - Übersicht 

Mit der Einführung immer leistungsfähigerer Mikroprozessorsyateme wächst der Bedarf an 

Speicherkapazität sehr atark an. 
Von den Leistungsmerkmalen der eingesetzten Halbleiterspeicher wird maßgeblich die 5ynu;- 

leistung bestimnt. 

Halbleiterspeicher sind die Wegbereiter für neue Technologien und zugleich Gradmesser für 

ihre Beherrschung. 

In der vorliegenden Vergleichsliste sind zum Sortiment der Halbleiterspeicher des VEB Kombi- 

nat Mikroelektronik und ausgewählter UdSSR-Importe vergleichbare Typen des internationalen 

Sortiments mit Äquivalenzangaben zusammengestellt. Das Speichereangebot umfaßt statische RAM v 
bis 16 K sowie dynamische RAM, ROM umd EPROM bis 64 K. n
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2/87 (11) 5 Vergleichaliste Speicher 

Speichersohaltkreis-Übergicht 

Erläuterung der verwendeten Abkürzungen: * 

Bemerkungen: 1, )u{.bc ontstanmt einer Übersichtsinformation, Dat-‚ Vergleichsliste oder ähnlichen 
arlagen. Die Angaben konnten nicht an unterlagen überprüft werden! 

2. Bauelement befindet sich zur Zeit noch im Angebot des Herstellers. Diese Angabe 
atützt sich auf aktuelle Unterlagen oder der Data 86, 

3 D: bene n und die P: ‚tibilität konnten an Orginalunterlagen 
Übe: rä&f-.rd.-n. eitergehende Betrachtungen wurden nicht durchgeführt. 

4, An o:gun.‘!.mc-:-:l„m:: konnte festgestellt werden, daß das angegebane Bauelgment 
”  nicht pinkompatibel zum 1E® oder SU-Importtyp 1;t. v 

5. Bauelement ist ‚tibel,_hat aber im Vı P pinkompa; - ergleich zum MME- oder ZMD-Typ kein 

Ausgänge: 75 - tristate Ausgänge 

OD - Open Drain Ausgänge 

DasS; Datenblattsammlung elektronische Bauelemente 

Horausgebor: El: An:l.ilnu.nnmntm Zlektronik Berlin 
. 

Mainzer Straße 25 

Berlin - n 

1035 

Statische RA 

Organi=- Zu- Tech- Aus= An= Versor= 1yp Harsteller Ver- Bener- 
sation griffs= nolo= gänge schlüsse gungs- Ööffent- kungen 

zeit gie Spannung. 1ichung 

1024 x 1 450 ns MMOS %8 16 57 K 3652A02 Elorg/VUaSSR DBS 1/86 2; 3 
2022 ME /DDR 213 
2102 A-4 Intel 23 1 
MB 2102/2 CS8R 2;3 
CH 8102 BP Bulgarien 23 

MCY 7102 Polen 23 1 

2102 PO Ungarn 2; 1 
* MN 21024 Rumänien 233 

5 6 2102-4 China 213 
2102 F Fairchild 2;3 
2102 Fl Pairchild 172 
2102 LF Fairchild N 213 

. 2102 LA Fairchild 23 
w 21 L02 P Pairchild 273 

, 21 L02H Fairchild 273 

M 2102 A=4 868 12 

M 2102 AL=4 868 12 

91 L02B AMD 1 
91 102 3 AMD 1 

9102 B AD 1 
9102 B AD 1



Organi= Zu- Tach- Aus- An- Versor- Typ Horsteller Ver- Deamay- 
sation griffs- nolo- gänge schlüsse gungs- Öffent- . kungen 

zeit gie spannung 1lichung 

ACM 6508-40 Hotorola 1 

; MM 2102-1 National 3 
1E 2102 A-4 National 3 
IM 2102 A-4 L Hational 3 

1u21'} 2102 AL=4 MC Mikeo 1 

2a 313-4 . oshibe 1 

2102 A-4 Valvo, Signetios 3 

2102 AL-4 Valvo, Signeticsa 3 

U5L 2102 AP-4 .. Mitgsubishi 3 a 

M 5 L 2102 S-4 Mitsubishi 3 

SYP 2102 A-4 Synertek 3 

SYC 2102 A=4 Synertek 3 

U3 4033/2102-1 JL 7I E 
ZUS 4033/2102-1 WL WI z 

2102-1 Signotics/FPhillips 3 

2102 AL Signotica/Phillips 3 

” 21 F 02 Signetics/Phillips 3 
ODF 1821 iCA/Solid State 3 

1024 x 1 950 M40S OD 16 5Vv U252 MM 035 2/86 2; 3 
2115 A=2 Intel 2; 3 

2115 AC-2 Intol 2i 3 

2115 Synertek 112 

2115 Signetvica/Phillips s 

2115 L Signetica/Phillips 3 

1024 x 1 140 n8 HMOS OD 16 5V u25 D 1 M DUS 2/86 2} 3 

1024 x 1 85 ns MMOS 28 16 5Y KR_132 U 4 B Klorg 535 1/66 2; 3 

95 na U '225 D ME DDS 2/86 2; 3 

1024 x 1 T7TOns MOS 45 16 5V 2125 A-2 Intel 2; 3 

2125 AL=2 Intel 2; 3 
. MKCM 2125 A=70 Kotorola 1 

MOM 27 L 25 4-70 Motorola 1 

2125 Signeticsa 3 
2125 L Signetics 3 

1024 x 1 5528 HMOS 78 16 5V KR 132 AU 4 A Elorg DaS 1/86 2; 3 

1024 x 1 45 n8 MMOS 78 16 5V 2125 A Intel 2; 3 

2125 AL Intel 2y 3 
HCM 2125 A-45 * Kotorola 1 

MCH 21 L 25 A=45 Lotorola 1 

NSM 2125 H-3 OKI 1 

1024 x 1 140 na MOS 18 16 5Vv U 225 D 1 KB D3S 2/86 2} 3 
4096 x 1 85 ns8 NMOS TS 18 LE K 132 4U5A Elorg DaS 1/86 2; 3 

4096 x 1 120 ns MOS 178 18 5Vv K 132 RU SB Elorg D35 1/86 2; 3 

4096 x 1 70 ne MMOS 18 18 5VY 2147 & Intel 2; 3 

2147 AL Intel 12 
2147 H Intel 2 3 + 
2147 HL Intel u32 

w AMU 2147=70 AD 142 

A 2147-70 M AMD 12 

A 21 L 47-70 1 AD 12 

2147 Intersil 12 

IMl 2147-70 I 12 

MM 2147 Natlonal 2; 3 

AM 2147 L National 2}3



2/87 (11) ; € Vergleichsliste Speicher 

Or = Zu- Yech- Aus= An= Versor- WLyp Kersteller Var- Bemear- 
aulion grifis- nolo= Käünge schlüsse gunES- Ööffent- kungen 

zeit gie spannung lichung 

) BIL 2147 ‘“homson CSP 12 
MI 2747 L L 1£2 
XC 2147 5Synortek 2; 3 

XC 2147 Z Smertek 43 

JE 2147-2 NC 2}3 
1n 2147-70 Mogtel: 3 
TI 315 D Yochibe 23 

1024 x 4 55 n8 MOS 4ö 18 5V 02148055 ZMD 23 
U 2148055 ZuD 2; 3 
2148 H=3 Intel 2: 3 
2148 HL-3 Intel 2; 3 
2149 1-3 ol 2: 3 

A 2140-55 ALZ 24 
A 2148-55 ALD ‘1 
A 214055 u AD 21 
E 2149-55 AD 21 
A 2149-55 4 AUD 2 4 
A 21 L 40-35 AD 2 
A 27 L 49=55 AD 2 1 
JUrD 2149 EnC 53 
J‚MP'_D 2149-55 MEC 2; 3 

UL 21481 * C .4 i 
U:l 2148 L1 U 21 
U 2149=1 U 21 
” 2149 L UC &1 
MC 2148 Natıonal 2: 3 
KUC 2148 L National 23 
X 21493 Syneriok 1 

® K 21483 Hituchi 41 
„CH 2148-55 Kotorola 4 
ECH 2149-55 Kotörolu 1 

. S 21480-3 Synertck 1 
KSE 2148-55 OKI 2 

1024 x 4 70n5 WiOS 19 18 57 U 2148 © 70 2 , 273 
Y_2148 u } ZND 2; 3 
2738 E Intol 243 
2148 HL Intel 25 1 

2143 Intel' &; 1 
2149 L » Intel 2; 3 
ir 2148 H Intel - 273 
MC 2148 ü Kational z 2; 3 
3772148 Thömaon 052 2 1 
UK 2148 [ . a ı 
W 2148 & UMC 2 i 

uu 2149 UMC 211 
U 2149 L U 2; 1 

AU 2148-70 AD 2} 1 

Al 2148-70 4 ALD 51 

4M 2149-70 AD 21 

4M 2149-70 U ALD 21 
A 21 L1 48-=70 AD . 24 1 
AM 271 L 49-70 AD 241 

HM 2148 L-6 Hitachi 1 

SY 2149 Synertek 1 

MOM 2148=70 Motorola 1



Zu- Tech- Aus- An- Versor= {Typ Hersteller Ver- Bener- 
sation griffsa- nolo- gänge achlüsse gungs- Ööffent= kungen 

zeit gie Spannung lichung 

MCM 2149=70 KXotorola 1 
81 2148 * Synertek 1 
WK 2148 MKostek 1 

Ma 2148 OKI 1 
1024 x 4 200 ns MOS %28 18 5v U214D20 u DBS 1/84 2; 3 

180 2114-2 Rumänien 233 
2114-2 Fairchild 2 1 
CM 8114 Bulgarien 233 

2114 L=2 Fairchild 21 17 

5 G 2114-2 China 2; 3 
AM 9114 B AD 21 3 
562114-2 L China 213 

AM 9114 BM AMD 2;1 

AM 9114 BPC AD 243 
4N 911145 ALD 2; 1 

2114-2 Intel 2 3 

2114 L 2 Intel 2} 3 
MOM 2114=20 Kotorola 2; 3 
MCW_21 L 14-20 Motorola 2r 1 

LE 2114-L 2 Sharp 2}1 
V 2714 AL UKC 2} 1 

JurO 2114 L-3 IC 2, 3 
ME 314 APL-1 Yoshiba 213 

” ‘ M 314 AP=7 Toahiba 213 
S SYC 2114 LV-2 Synertelk 3 

5SYP 2114 LV-2 Smertok 3 

- HM 472114 A=2 * Hitachi 213 

2614-20 I Valvo, Signetica 3 
2614-20 M Valvo, Signetics 3 

M5 L 2114 LP-2 Mitaubiahi 352 
H5 L2114 L5-2 Mtgubiahi - 332 
2114 L-2 OKI 2; 3 

k TES 4045-20 zI 3 

® TES 40L 45-20 +I 3 

MK 4114-3 Hostek 1 
M6 8114 EL Fujitsu 1 

1024 x 4.300 ns MOS 725 18 57 U 2i4D 20 W5 D3S 1/84 2; 3 

‚MM 2114-3 Rumänien 2; 3 

2114-3 Fairchild 152 

2114-3 . ‚ Intel ” 2;3 
2114-3 Fairchild 1:2 

MOH 2114-30 Motorola 233 
MM 21 L 14-30 Kotorola 1;2 
AM 9114 C AMD 233 

* AM 9114 CM 4 273 
AM 9124 © AD 233 

AM 9124 CM AD 233 

. AM 9114140 AD 233 
AM 91 L 14 CM AD © 253 

AM 91124 C .AMD 213 

AM 91 L 24 OM AMD 273 
HM-472114-3 Hitachi 213 

SYP 2114 LV-3 Synertek 3 

SXO 2114 LV-3 Synertek 3
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- - e 

sation ä.‘.t.- n1‘;;;..=: ä““nae :'5uu-„ ;:1;“:‘ * S E;;:n*- .';:’:5“é£; 
zeit gie Spannung lichung 

2614-25 I Valvo, Signetica 3; 2 

2614-25 P Valvo, Signetics 32 
. 2614-25 N Valvo, Signetics 32 

MK 5L 2114 LP-3 * Mitsubishi 32 
M 5 1°2114 L8-3 Mitsubishi 32 
JUPD 2114 L-1 NEC 32 

x MS 2114 1L-3 OKI 2:3 
T3 40 L 45-25 zI 3 

” TUS 40 L 45-30 21 3 
23 4045-25 *I > 

$ TUS 4045-30 41 ’ 3 
d A 314 AP-3 Toshiba 2;3 

Z 314 APL-3 Toshibe 233 
K 4118-5 Mostex 1 
‚MB 8114 2L Fujiteu 1 

1024 x 4 450 na MOS 78 18 5V 02140 42 ME DBS 1/84 2; 3 
- ME 2114 Rumlinien 213 

2114 Fairchild +1 
5 G 2114-4 China 253 
21141 Fairchild 2} 1 
5G 2114-4 L China 2i 3 

‘ 2114 Fairchild 2; 1 
2114 Intel 273 
MCM 2114-45 Motorola 2} 1 

MCM 21 L 14=45 Motorola 2} 1 
AM 9114 B AMD 253 
AM 9114 B AD 2; 3 
A 9124 B - AD 2:3 
AM 9124 BUE AMD 2}3 

AM 91L 74 D AD 2:3 
AM 91 L 14 B ALD 253 

AM91L24 D AD 2:3 
A 91 L 24 BM AD 23 
HM 472114=4 Hitachi 32 
SIC 2114 LV Synertek 3 
SYP 2114 LV Synertek ä 
2614=45 I Valvo, Signetion 21 3 
2614-45 F Valvo, Signetics 273 

\ 2614-45 N Valvo, Signetics 213 

5 L2114 LP. Mitgubishi 2 
MSL 2114 LS Mitsubishi 2 
PD 2114 L XEC 2;3 
MS 2114 L OKI 2;3 
IMS 40 L 45=45 z 3 

IMS 4045-45 TI 3 
MM 314 AP Toahiba 233 
M 314 APL Toshiba 2;3



10 

Organi- Zur _ Art Au Anr Versor- Iyp Harsteller Ver- — Bemexr- 
sation griffs- gänge schlüsse gung8- bffent- kungen 

; zeit 1lichung 

1024 x & 450 na W- 
1ösch- . 
bar 175 24 5 V/26 V K 573 RP 1 ELORG DBS 1/86 2; 3 

26 VL5530 m 2; 3 
26 V 13 2708 National 3 
26 V MSM 2708 4S ‘ OKI 253 

2708 AD 1 

® 26 V Hi 462708 Hitachi 3 
AM 9708 D 4 
P 2708 Fairchild 3 
P 68708 Fairchild 1 

26 V M 2708 Intel 1 
‘ 26 V 2708 Intel 3 

26 VM5L 2708 5 Mitoubishi 213 
26 V M 58732 8 Mitgubishi 213 

MC 2708 Motorola 3 

MCM 27 A 08 L . Motorola 3 
MCM 68708 M Motorola 1 

MOM 68708 Motorola 1 

I8S 8708 Hational 1 
2708 Signetic 3 
1D 2708 Panasonic 1 
TUS 27 L 08 I 3 
ZUS 2708 2r 3 
MM 322 Toshiba ® 3 
MK 2708 Mostek 1 
MB 8518 Pujiteu 1 

2048 x 8 450 ns UV- . 
18ach- 
bar 18 24 5 v/25 V K 573 RF 2 ELORG DBS 1/86 2} 3 

25 V K 573 RF 5 ELOKG D3S 1/86 2; 3 
25VU2116045 * ME D8S 1/85 2} 3 
25 V 2716 Intel 213 
25 VM 2716 Intel 243 
25 V MM 2716 Hational 213 
25 V MM 2716 8 Hational 273 
25 V MC 27 C 16 Nationol 253 
25 V MM 2716 M NHational 213 
25 V HSM 2716 AS OKI 273 

TB 2516-45 zr 273 
. 3T 2716 Thomson CSF 251 

25 V AM 2716 ® AD 213 
25 V ‚uPD 2716 C 213 
25 V SO 2716 Synertek 213 

P 2716 Fairchild 2; 1 
2 68716 Fairchild 24 1 
MB 8516 Pujiteu 1 

$ r 25 V HN 462716 Hitachi 253 
- 25 V HN 462716 G Hitachi 213 

MEM 2716 FPujiteu 1 
-25 VM5L2716 K Mitgubiehi 213 
25 V MEB 2716 Noatek 213 
25 V MK 2716-8 Moatek 253 

MOM 2716 AL Motorole 23



+ 

2/87 (11) 11 Vergleichsliste Speicher 

Or%ml- Zu- Art Aus- An- Versor- %1yp * _ Horateller Ver- Bemer- 
sation griffs- 5änge schlüsse zungs- öffent= kungen 

zeit spannung lichung 

2048 x 8 390 na UW+- * 
1ösch-= n N 
bar s 24 5W25VU 20603 ME DBS 1/85 2; 3 

25 V HN 462716=2 Hitachi 273 

25 V 2716=2 Intel 273 

25 V MM 2716=2 National 233 

& 25 V MK 2716=7 Mostek 273 

NMO 27 C 16=2 MNational 2; 1 

25 V SYC 2716-2 Synertek 213 

2048 x 8 350 na UV- 
18sch= 
bar 28 24 5W25VU 211602 ME DBS 1/85 2; 3 

25 V 2716=1 Intel 233 

25 V MM 2716=1 National 273 

IMS 2516=35 ZzI 213 

S BT 2716=1 Zhomaon CSP 2; 1 
F 2716-1 Fairchild 2; 1 

; MB 2716 H Pujiteu 2y 1 

E 6716-2 Harris 2i 1 

M 6716-9 Harris 21 1 
25 V MK 2716-6 Kostek 233 

MOM 2716-35 Motoroleu 271 
MCM 27 L 16-35 Motorola 21 

MM 2716=1 Hotional 231 
MC 27 0 16=1 Nutional 23 1 

25 V SYC 2716=1 Synertek 23 
MS 2516=35 II 251 

‘ M 2716 P 1 308 AUES 231 

JM 323 D-1 Toshiba 23 1 

25 VM5L2716 K itaubiehi 233 

4096 x B 450 n8 UV- 
1ösch- 
bar 78 24 5 W/25 V U_2732 C 45 MB DBS 2/87 2; 3 

AK 2732 A-45 M AD 231 
25 V HN 462732 Hitachi 233 

r 21 V 2732 A-4 Intel 233 
25 V ET 2732 Zurotechnic 233 

UG 27 C 32-45 National 231 
25 V mMC 2732 Nationel 23 3 

MB 8532 FPujiteu 1 

MS 2732-45 z 2; 1 
F 2732 Fairchild 21 1 

MBM 2732-45 Pujiteu 213 

M 52732 K Mitgubiahi 213 

/“PD 2732 NEC Mikro 2; 3 

MSM 2732 OKI 231 

25 V TMM 2732 Toshiba 213 

UM 2732-5 Universal 23 1 
HN 462532 Hitachi 21 4 

M 2532 868 21 4 

JB 2532-45 z 24 4 

ZUS 25 L 32 11 23 4 
MCM 2532 Motorola 21 4 

: XUC 2532 National 213 4 
UM 25325 Universal 2 4 

2732 Intel * 213



12 

Organi- Zue Art An- Vorsor- 7Typ Hersteller Var- Bemer= ” 
sation &griffs- gänge achlüsse gungs- öffent= kungen 

zeit 1ichung 

4096 x 8 390 ns g- 

bu'- 78 24 5 25 V UL27132.0.39 ME DBS 2/87 2; 3 
25 V 2732-4 Intel 213 

AM 2732-1 ALD 1, 2 
MM 2732-35 Fujitsu 43 

MOM 2532-35 Motorola 2; 4 
TMS 2532-35 TI 2i 4 

UK 2532 Universal 2: 4 

M 2732 Universal 12 

25 V aı 2732 D Toshiba 2; 3 
25 V ET 2732-3 Eurotechnic 2}3 

4096 x 8 350 na UV- } 
lösch- 
bar 28 24 5 W/25 V U27232 035 ME DBS 2/87 2; 3 

MMC 27 O 32-25 National 251 

21 V 2732 A-30 Intel 21 3 

25 V 2732-3 Intel 273 
AH 2732=1 AD 12 
MEBL _ 2732=35 Pujitsu 2; 3 
M 2732 Universal 12 

25 V mi 2732 D Toshiba 213 

25 V BL 2732-3 Eurotechnic 21 3 
M 2532-1 565 214 
TMS 2532-35 TI 2; 4 

* MCH 2532-35 Motorola 2; 4 

TUS 2532-35 L 274 
UM 2532 Universal 254 

8192 x 8 450 na WV- 
1ösch- 
bar 15 28 5 v/ 

21,5VY KJ3RE43 ELORG, UASSR DBS 2/87 2771 
AU 2764 A=4 AD 2} 1 
AU 2764 4-45 M ALD 2; 1 

e 21 V 2764=4 Intel 2: 3 
21 7 2764-45 Intel 213 

JuPD 27644 NEC 2; 1 
A5M 2764 &A OKI 2; 3 

2764-45 SEEQ 2} 1 

5133-450 SEEQ 2; 1 

M 2764-45 SBEQ 2r 1 
£ M 2764-4 S65 241 

TES 2764-45 TI 21 1 

TMS 2564=50 TI 27 4 

ET 2764-4 Thomson. CSP 2} 1 
21 V EN 482764 G=4 Hitachi 233 

8192 x 8 30028 UV- 
. 1öach- 

bar 23 28 5 / 
21,5V KESJIREA4A * * BLORG, U&SSR 233 

AM 2764 A=3 AMD 241 

AM 2764 A-30 AUD 2}1 
MB 2764-30 FPujitsu 2; 3 

2764-30 X_ Fujitau 271 

21 V 2764-3 Intel 273 
21 V 2764-30 Intel 273
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01:2m‚1.- Zu- Art Aus- An- Versor- 2yp Eersteller YVer- Bener- 
sation griffs- gänge schlüsse gungs- Öffent= kungen 

zeit spannung. 1ichung 

JuPD 2764-3 3C 2;3 
2764-3 SBBQ 271 

2764-30 - SBEQ 21 

5133-300 3EEQ 211 

BT 2764-3 Yhomson CSP 211 

21 V HN 482764/0-3 Hitachi 273 

21 VM5L 2764 K-3 Mitsubishi O 23 

TUM 2764 D Toshiba 233 

u 2764 DI Toshiba 253 

- 

PROM 

Organi- Zu- Art Aus- An- ” Versor- Zyp Hersteller Ver- Bemnerkungen 
gation &griffe- gänge schlüsse gungs- öffent= 

zeit apannung e 1ichung 

2048 x 8 450 ns her- 
steller= 
programiert 15 24 57 U 2616 D 45 MME DB5S 1/85 2; 3 

2048 x 8 390 na her- 
Sateller= 
programmiert 15 24 5Y U 2616 D 39 MB DBS 1/85 2ı} 3 

ROM ® 

— Zu- Art Aus- An= Versor= TIyp Hersteller YVer= . Bemer= 
safion gyiffe- Egänge schlüsse gungB- öffent= xXkungen 

zeit spannung lichung O 

8192 x 8 450 ng masken- z 
Programmiert 13 28 5V U 2364 D 45 106 DBS 1/85 2}3 

I 2364 A Intel 3 

8192 x 8 300 na masken- * 
programmiert 13 28 57 U 2364 D 30 ME DaS 1/85 273 

I 2364 A Intel 3 

8192 x 8 300 na masken- 
rt 783 28 5 U 2365 D 30 M - DBS 1/85 2; 3 

8192 x 8 450 na masken- “ 
programiert 7S 28 5Vv U 2365 D 45 4MM DBS 1/85 2; 3



Statische RAM CMOS 

14 

D
 

0rgen:l.- Zu= Tech= Aus- An-= Versor=- Typ Horsteller Ver= Bemer- 
sation griffe- nolo- gänge schlüsse gungsS- Ööffent= kungen 

zait gie Spannung lichung 

256 x 1 950 ns CMOS %S 16 6-12VES6LAU2A ELORG DBS 2/87 2; 3 
OD 4061 A HOa 3 

1024 x 1 300 na MOS %3 16 5r M S27 kUuL ELORG DDS 1/66 2; 3 
. KR S37RUL 3LORG DBS 1/86 2; 3 

4096 x 1 300 nse CMOS 13 18 5v HN 3LORG DBS 2/87 2; 3 
KL 6504-5 Hit 31 
HM 6504-0 Hitachi 23 1 
HE 6504-9 Hitachi 23 1 
IM 6504 0-9 Hitachi ‚24 
MC 6504=5 National 233 
aM 5104-3 OKI 213 
CM 5104/1 RZ ROa 23 1 
20 5504 AP-3 Toshiba 2; 3 
70 5504 Pl-3 Zoshiba 2; 1 
%C 5504 B Toshiba 3:2 
TC 5504 AD=3 Toshiba 273 

1024 x 4 200 ns CMOS 78 18 57' Ug 224 D 20 HWF D3S 1/84 2; 3 
L 224220 HWE DUS 1/84 2; 3 
E 6514 38 Harris 33 
H 6514 B-9 Harris 3 
MS 5114-2 OKI 2; 3i 5 
MS 5114-3 RO 54 

” ZE 2114 AL=20 Sharp 2 1 
SCH 2114 Al-4 358 23 1 
SCH 21 C 14-4 835 2} 1 
1C 5513 A=20 Toshiba 23 1 
10 5514 AD Toshiva ; 3i 
4C 5514 AP Toahiba 53i 

' f&?l! 444/6514-3 NEC 2; 3 
"1024 x 4 300 ns C0S 48 18 5v UL 224 D 30 HWF D3S 1/84 2; 3 

HM 6514-5 Hayris 33 
HE 6514-9 Harris 2; 3 
1 6514 0-0 Harris 2; 3 
MSM 5114-3 OKI 23 3ı 5 
CL 5114/1 RZ ROa 211 
S 5114=1 ROA 51 
20 5514 4-3 Woshiba 2; 1 

S TC 5514 AL-3 Toshiba 2; 1 
KMC _ 6514-9 Kational 233 

' EEC 6514=2 Yational 2; 3 
HM 4334/P-3 Hitachi 2; 3 
M4 4354 P«3 L. Hitachi 233 

ü JWED 444/6514-1 mO 23 
2048 x & 250 na CMOS 283 24 5V UL 6516 DG 25 . zwuD 2}3 

HK 6516-5 Harris 213 
23 8416-25 W Pujitau 2;3 
MK 48 Z 02-25 Mostek 23 
MKB 6116=84 Mogtek 41 
MKB 6116 L=84 Mostek 271
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O2 — Zu- Wech-= Aus= An= Versor= Iyp Hersteller Ver- Benar- 
oation griffs- nolo- gänge achlüsse gungs- öffent=- kungen 

zeit gie 24 

446 HEC 2 345 
JurD 447 HEC 2} 4 
‚m 449-1 NEC 21 4 

JUPD 449 G-49 HEC 2; 4 
HSM 5126-25 0KI 211 
Mal 5128-20 : OKI 2; 315 
CIM 6116 A=9 RCA 211 

& 2016 C-25 S-H03 21 315 
2017 C-25 8-M08 27 4 

8i 2018 C-25 3-M08 2; 4 

IO 5516 A Toshiba 2; 4 
IC 5516 AL Toshiba 2} 4 

IC 5517 A& Toshiba 211 
TC 5517 3-25 Yoshiba 2; 1 

TC 5517 BL-25 Toshiba 211 
I0 5518 B-25 Toshiba 241 
TC 5518 BL-25 Toshiba 21 7 

MB 8417 Fujitau 2; 1 

MB 8418 Fujitau 2r 1 
HM 6116-4 Hitachi 21315 
a 6116-25 Hitachi 21 315 

81 € 28-200 Intel 2} 1 

81 € 28 L-200 Intel 2 1 
MSl 5129=20 OKI 241 
Hk 6117-4 HitacHi 2 4 

2048 x 8 150 ns C0MOS 13 24 57 U: 6516 DG 15 ZuD 233 

UL_6516 DG_15 ZuD 213 
HM 6516=8 Harris 23 
Eu 6516-9 Harris 213 

MB 8416 A-15 Fujitau 2) 3445 

MB 8416 A-15 L Fujitsu 21 1 

MB 8417 A-15' Fujitau 241 
MB 8417 A=15 L Fujiteu 2; 1 

MB 8418 A-15 Fujitau 25 1 

8418 4-15 L Fujitzu 211 
' HW 6116-3 Hitachi 21 345 

MM 6116-15 ü Hitachi 21 315 

IDT 6116 L=150 IDT 21 31 5 
IDT 6116 1-150 B IDT 2 35 
IDT 6116 8-150 IDT 2131 5 

IDT 6116 8-150 B 1IDT 21 315 

ME 48 202-15 Mostek 21355 
MKB 4817-82 Kostek 2: 1 

MKB 4817-83 Mostek 2; 1 
MKB 4817-84 Kostek 2; 1 

MKB 6116-82 Mostek 241 
MKB 6116 L-B82 Mostek 25 1 

446-3 NEC 25315 
* ffl!D 449-3 NEC 2: 4 

. MSM 5129-15 0KI 27 1 

MSM 5128-15 OKI 2: 315 

COM 6116 4-3 RCA 21
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Zu- Tech- Aus- An- Versor- Typ Hersteller Yer- Bener- 
sation griffs- nolo- gänge schlüsse "gungS- öffent- kungen 

zeit gie . 1lichung 

CDK 6117 A=3 RCA 24 1 
OD 6118 A=3 ROa 2; 1 
SR 2016 0=15 8-M08 25 315 
SRU 2017 C-15 5-005 2 4 

SRM 2018 0-15 S-M05 2} 4 
KM 6816-15 Samsung 24 1 

LE 5116-15 Sharp 2; 1 

LE 5117-15 Sharp 2; 1 

LE 5118-15 Sharp 2} 1 
SCM 6116-3 585 27 1 
SOM 6116 L-3 885 2} 1 

% HM 6516 0-8 Harris 273 

HM 6516 B-8 Harris 273 
HM 6516 B-9 Harris 25 ,3 

HY 6116=12 Hyundai 25 1 

HY 6116 L=12 Hyundai 251 

MA 61716 508 Or 2; 4 
HM 6117-3 Hitachi 2 4 

Dynamische RAM 

Drgan!.- oh- Aus=- An- Versor= 1yp Hersteller Ver- Bener- 
sation w1.rt- nolo- gänge schlüsse gungs- öffent- kungen 

gie spannung 

4096 x 1 200 ns MMOS 758 22 42 V, 

157 K 5658U 1A4 ELORG, UASSR DBS 1/86 2; 3 
z 2107 02 Intel *.3 

90160 E AD 1 
M 5280 National 3 

JHPD 411 A=2 NEC Mikro 3 
JuPD 411=2 NEO likro 3 
TZUM 414 Toshiba 1 
IMS 4060-2 z 3 

M 2680 Signetics, Phillips 3 

16384x1 200 ns ‚NMOS £9 16 12 V, 

& 157 56580230 ELORG DBS 1/86 2ı 3 
u 256 D ME 2; 3 
ME 4116=3 Mostek 2:3 
‚U116 P0 Ungarn G 24 1 
MN 4116-3 Rumänien 213 

M 5K 4116 P-3 Mitgubishi 233 

2690=2 Sigvetica 213 
HM 4716 A=3 Hitachi 23 

MSM 3716=3 A8/RS OKI 213 
* IMS 4116=15 2L 2; 3 

MCM 4116=20 Motorola 213 

MOM 4116 0-3 Motorola 1 
JuPD 416-2 HBO Mikro 213 
TMM 416-3 Toshiba 213 

MB 8116 E Fujiteu 253
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Orgui- Zu= Tech- Aus- An- Versor= Typ Hersteller Ver- Bemer- 
sation griffs- nolo= gänge schlüsse gungs- öffent- kungen 

zeit gie Spannung 1i G 

_ MLE ‘B!:‘fl.aunüäktor . 
* MX 4116 P 508 ATES 233 

EP 4116 B Zhomson  0SP 233 

F 16 K-3 . Fairchild 1 
F 4116-3 Fairchild 213 

2117-3 Intel 213 

Z 6116-2 Zilog 25 1 

20M 4517-20 Motorola 24 1 
AM 9016 B AMD 213 

I17 4116-3 I7T 2 1 

MK 4116 N-3 AL Mostek 253 

HYB-4116=3 Sienens 2p1 

HYB 4116-P3 Biemens 2; 1 

ZMS 4116-20 I 213 
1 4116 Panasonic 27 1 

502 4116-3 N Irt 24 7 

2690-3 Valvo 243 
ET 4116=3 Eurotechnique 213 

7 IM 7116-3 Intersil 1 
16384x1 300 ns MMWOS 15 16 1=257; KS65MW3A än W 

AX 4116=4 Mostek 213 

U 116 PO Ungarn 251 

MHB - 4116 CSSR 213 

MN 4116=4 iumlinien 213 

M 5 K 4116-4 AMitgsubishi 213 

2117-5 Intel 2r3 

HM 4716 A-3 Hitachi 213 

IMS 4116-=25 Toxas Instruments 273 
MB 8116 E Fujiteu - 213 

MCH 4116 B=-30 Motorola 253 
MC 4116 C4 Kotorola 1 
vm 416 EBC 253 

M 416-4 Toshiba 253 

AM 9016 © AD 213 

F 16 K=-3 Fairchild 1 

P 4116=4 Fairchild 2; 1 
ET 4116=4 Eurotechnique 213 
IPP 4116=—4 ım 2; 1 
2690-4 Valvo 213 

M 4116 Panasonic n 271 

HYB 4116-4 Siemens 2} 1 

HYB _ 4116-P3 Sienens 2} 1 

MK 4116=4 Mostek 2;3 
ZMS 4116=25 TI 243 

I 7116=4 Intersil 1
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Organi-. Zu- Tech- Aus- An- Versor- Typ Hersteller Ver- Bemer- 
sation griffs- nolo- gänge schlüsse gungs- Yffent- kungen 

zeit g1e gpannung 1lichung 

16384x1 120 na NMOS 23 16 5V K 565 RU6 B ELORG, UdSSR DBS 1/86 2; 3 
2114 Intel 23 3 

APD 2118=2 HEC Mikro 23 3 

MO 5295=4 National 2; 3 
MB 8118-=12 Fujiteu 25 1 
HM 8416 4P-4 Hitachi 273 
HM 8416 A-4 Hitachi 2} 3 
MK 4516=12 Moatak 2: 3 
MCM 4517=12 Motorola 2; 1 

i MB 8117=12 Fujiteu 24 1 
16384x1 150 na NMOS 18 16 5Y K 565 RU6W ELORG, UASSR DBS 1/86 2} 3 

2118-7 Intel 23 
MX 4516-15 Kostek ;‚r 3 

MOM 4517=15 Motorole 2} 1 

MB 8117-15 Fujiteu 2; 1 
MB 8118-15 Fujiteu 2r 1 
HM 4816 A=7 Hitachi 23 

HM 4816 AP=7 Hitachi 243 
M 2118-7 Intel 25 1 
/IPD 2118 HEC Mikro 273 

16384x1 200 ns NMOS 18 16 5V K 362 RU6 G ELORG, UdS32 DBS 1/86 2} 3 

2118-7 Intel 2 3 
MB 8118-12 Fujitau 25 1 
MK 4516=20 Mostek 253 

MCM 4516=20 Motorola 2: 1 

MOM 4517=15 Motorola 2r 1 

65536x1 120 ns MMOS T3 16 5V K 565 RU 5 _B ELORG, UdSSR DBS 1/86 2; 3- 
2164 A=12 Intel 273 

P 64 K=12 Fairchild 25 1 

MB 8264-12 Fujiteu \ 27 3 

MB 8265 A=12 Fujitau 2; 1 
MB 58266 A-12 Fujitsu 2 1 
OM 7164 P=12 Goldstar 27 1 

MK 4164=12 Mostek & .21 
HM 4864 A=+12 Hitachi 27 3 
ISM 2600=12 Inmos 2} 1 
MT 4264=12 Micron Tech 23 1 

- MK 45 H 64=12 Mostek 2;3 
MKB 45 H 64-81 Mostek 2j 1 
HMO 4164-=1 National 253 

JUED 4164-12 NEC 2; 3 
MSM 3764=12 OKI 273 
KM 4164 A=12 Samsung 231 

EM 4164 B-12 Samsung 23 1 

SMJ 4164=12 Texas Instruments 2 1 

IMS 4164=12 Texas Instruments 231 

ZAM 4164-2 Toshiba 23 1
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Organi= Zu- Tech-= Aus- An- Versor= Typ Hersteller YVer= Benmer- 
sation griffs-= nolo- gänge schlüsse gungs- öffent- kungen 

zeit gie 8Spannung lichung 

655326x1 150 na NMOS 75 16 5 KO62RUSE ELORG, UdSSR DBS 1/86 2ı 3 

* 2164 A=15 Intel 2: 3 

F 64 K-15 Fairchild 251 

MB 8264 A-15 W Fujiteu 213 

MB 8265 4-15 FPujiteu - 211 
MB 8266 A=15 Fujiteu 2} 1 

7164 P-15 Goldstar 25 1 

HM 4864-2 Hitachi 213 

HM 4864 A-15 Hitachi 5 2:5 3 

IMS 2600-15 Inmos 251 
MT 4264=15 Micron Tech 271 
LK 4564-15 Mostek 253 

MK 4164-15 Mostek N 251 

B MKB 4564-82 Mostek 233 

MXB 45 H 64-82 Mostek 23 1 

MEJ 4564-92 Mostek 251 

5 MOM 4164 B-15 Motorola 2} 1 

MCM 6665 B=15 Motorola 211 

MCH 6664=15 Motorola 25 1 

NMC 4164-2 National 2p3 

J‚-u?:l:l 4164-3 NEC 213 

MSM 3764=15 OKI 2p3 

MN 4164-15 Panasonic 2; 7 

KM 4164 A-15 Samsung 2;51 

KM 4164 3-15 Samaung 2j 1 

HYB _ 4164=2 Siemens 2; 17 

SMI 4164=15 [3 277 
IMS 4164=15 TI 2:3 

M 4164-3 Toshiba 253 

2164=15 Intel : 273 
M 5 K 4164 N38-15 Mitsubishi 2:3 

65536x1 200 na NMOS 715 16 - 57v ä DBS 1/85 2; 3 

K 565 RUSG ELORG, UASSR DBS 1/86 2; 3 
2164 A-20 Intel . 2;3 
MK 4564-20 Mostek 2; 3 

P 4164-20 Fairchild 231 

F 64 K-20 FPairchild 2; 1 
MB 8264 A-20 W Fujiteu 233 

HM 4864-3 Hitachi 23 

HM 4864 4-20 Hitachi 2; 3 
MK 4164-20 Mostek 2; 1 
MT 4264=20 Micron Tech 23 1 

MKB 4564-83 Mostek 27 1 

MKB 45 H 64-83 Mostek } 23 1 
MOM 6664 B=20 Motorola 23 1 

NMO 4164=20 National 253 

lu!.ll 4164=2 NEC 213 

MSM 3764-20 OKI 213 

MN 4164-20 Panasonic Ö 2; 1 

EM 4164 A=20 Samsung 251 

HYB _ 4164=3 Siemens 2:1



Organi= Zu- Tech- Aus- An= Versor= TIyp Hersteller Vear- Bener- 
sation griffs- nolo- gänge schlüsse gungs- Y öffent- kungen 

zeit‘ gie spannung $ 1ichung 

TUS 4164-20 TI 2r 3 

K5K 4164 NS-20 Mitgubishi 2; 3 
T5 4164=20 Thomson CSF 23 3 

. TU 4164 C4 Toshiba 233 
65536x1 250 ns NMWOS 25 16 5Vv U 2164 © zD DBS 1/865 23} 3 

K 565 RUSD ELORG, UdSSR DBS 1/86 2; 3 

2164 A=25 Intel _ 213 
MK 4564-25 Mostek 1 

MKB 4564=84 Mostek 1 
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